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2ТРАНЗИСТОРЫ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ CoolMOS

CoolMOS полевые транзисторы Infineon – это новое поколение высоковольтных 
силовых транзисторов со сверхнизким сопротивлением в открытом состоянии 
(Rds(on)), в 5-10 раз превосходящим параметры стандартных МОП-транзисто-
ров. Транзисторы представлены тремя поколениями: S5 – транзисторы с малым 
Rds(on), С2 – поколение транзисторов с минимальным временем переключения, 
С3 – транзисторы с расширенной областью безопасной работы, позволяющие 
выдерживать импульсные токи с высокими амплитудами.
Области применения: импульсные источники питания в компьютерном обо-
рудовании и бытовой технике, UPS, устройства коррекции коэффициента мощ-
ности, сварочное оборудование, системы электропитания.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ

1. Полевой CoolMOS транзистор Infineon
2. Тип корпуса
 P - TO-220
 W - TO-247
 A - TO-220 (FullPAK)
 B - TO-220 SMD (D2PAK)
 D – ТО-252 (D-PAK)
 I - I2PAK
 U – ТО-251 (I-PAK)
 N - SOT-223
3. Максимальный пост. ток стока (прибл.), А
4. Тип транзистора
  N – n-канальный
    P – p-канальный
5. Максимальное напряжение сток-исток (х10), В
6. Поколение транзисторов
 S5- 1-е поколение
 C2- 2-е поколение
 C3- 3-е поколение 

SP P 11 N 60 C2
1        2       3        4        5        6

Наимен-е Напряжение 
сток-исток, В

Сопротивление в откр. 
состоянии, Ом

Максимальный ток 
стока, А Тип корпуса Поколение

SPP02N60 600 3.0 2 TO-220 S5/C3
SPP03N60 600 1.4 3 TO-220 S5/C3
SPP04N60 600 0.95 4 TO-220 S5/C2/C3
SPP07N60 600 0.6 7 TO-220 S5/C2/C3
SPP11N60 600 0.38 11 TO-220 S5/C2/C3
SPP20N60 600 0.19 20 TO-220 S5/C2/C3
SPW11N60 600 0.38 11 TO-247 S5/C2/C3
SPW20N60 600 0.19 20 TO-247 S5/C2/C3
SPW47N60 600 0.07 47 TO-247 S5/C2/C3
SPP02N80 800 2.7 2 TO-220 C3
SPP04N80 800 1.3 4 TO-220 C3
SPP06N80 800 0.9 6 TO-220 C2/C3
SPP08N80 800 0.65 8 TO-220 C3
SPP11N80 800 0.45 11 TO-220 C3
SPP17N80 800 0.29 17 TO-220 C2/C3
SPW11N80 800 0.45 11 TO-247 C3
SPW17N80 800 0.29 17 TO-247 C2/C3

ТИПЫ КОРПУСОВ

TO-220 TO-247

СВЧ GaAs ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 

Мощные широкополосные СВЧ GaAs транзисторы для применения в оконечных каскадах усилителей.

СВЧ GaAs полевые транзисторы на частоты 1,6-12 ГГц  с нормированным коэффициентом шума.

ТИПЫ КОРПУСОВ

Наим-е Частота, ГГц Напряжение
 сток-исток, В Коэффициент шума, дБ Коэффициент усиления, 

дБ 
Рассеиваемая 
мощность, мВт Тип корпуса

 MGF1302 0.5…12 3 1.4 11.0 360 GD-4
 MGF1303B 0.5…18 3 1.0 12.0 240 GD-4
 MGF1403B 0.5…18 3 1.8 10.5 240 GD-9
 MGF1425B 0.5…18 3 1.4 10.5 200 -
 MGF4319E 1…20 2 0.45 11.5 50 GD-4
 MGF4319G 1…18 2 0.45 13.5 50 GD-4
 MGF4418D 1…20 2 0.55 11.5 50 -
 MGF4714CP 1…18 2 0.75 12.5 50 GD-4
 MGF4916G 1…18 2 0.65 13.5 50 GD-4
 MGF4919G 1…18 2 0.45 13.5 50 GD-4
 MGF4951A 1…18 2 0.45 13.0 50 -

Наим-е Частота, ГГц Напряжение
 сток-исток, В Ток стока, A Сопротивление 

нагрузки, Oм
Выходная 

мощность, дБм
Коэффициент 
усиления, дБ

Эффективность, 
% Тип корпуса

 MGF0905A 0.5…3 8 0.8 100 2.5 8 40 GF-7
 MGF0906B 0.5…3 10 1.2 100 5 11 40 GF-21
 MGF0910A 0.5…3 10 1.3 100 6.3 11 45 GF-21
 MGF0911A 0.5…3 10 2.6 50 12.5 11 40 GF-21
 MGF0915A 0.4…7 10 0.8 100 4.5 14.5 50 GF-21
 MGF0917A 0.4…7 10 0.075 2000 0.25 21 38 GF-50
 MGF0918A 0.4…7 10 0.15 1000 0.5 20 45 GF-50
 MGF0920A 0.4…7 10 0.4 200 1.6 18 45 GF-50
 MGF0921A 0.4…7 10 0.5 200 2.0 17 40 GF-50
 MGF1601B 0.5…12 6 0.1 1000 0.15 8 - GD-11
 MGF1801B 0.5…12 6 0.1 1000 0.2 9 - GD-24
 MGF2407A 4…16 10 0.075 1000 0.28 8 30 GF-17
 MGF2415A 4…16 10 0.15 1000 0.56 7.5 29 GF-17
 MGF2430 4…16 10 0.3 500 1.1 6.5 27 GF-17
 MGF2445 2…14 10 0.45 200 1.6 5 18 GF-2
 MGF2445A 2…14 10 0.45 200 1.6 6 18 GF-17
 MGFС36V7785A 7.7…8.5 10 1.2 100 4.0 8 29 GF-18

GD-9 GF-8GF-7 GF-18
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